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Тема дисертації:
1. Умови утворення, структура і властивості алмазоподібних плівок вуглецю, осаджених з іонних пучків

2. Formation conditions, structure and properties of diamondlike carbon films deposited from ion beams

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: алмазоподібні плівки вуглецю Мета дослідження: визначення механізмів утворення
структур, субструктур, наноструктур і обумовлених ними особливостей електронної структури і фізичних
властивостей алмазоподібних плівок вуглецю з високим вмістом sp3 фази. Методи дослідження: осаження
плівок з іонних пучків, електронографія, моделювання, оптична спектроскопія, ОЖЕ-спектроскопія,
Раманівська спектроскопія, еліпсометрія, електрофізичні вимірювання. Теоретичні та практичні результати,
новітність: вперше запропоновано спосіб осадження плівок вуглецю з сепарованих за масою пучків іонів, що
дозволило одержати плівок з високим (> 90 %) вмістом sp3 фази, забеспечити їх висоту структурну і фазову
однорідність, встановити зв'язок структури, субструк-тури, фазового складу, фізичних властивостей плівок з
умовами їх осадження. Запропоновані нові принципи побудови струк-турних моделей плівок з високим
вмістом sp3 фази. Галузь впровадження: прилади електроніки, оптики і інформатики.



2. Object of investigation: diamond-like carbon films. Purpose of investigation: determination of mechanisms of
formation of structures, substructures, nanostructures and caused by them peculiar features of the electron
structure and physical properties of diamond-like carbon films with high content of sp3 phase. Investigation
methods: films deposition from ion beams, electron microscopy, simulation, optical spectroscopy, Auger-
spectroscopy, Raman spectroscopy, ellipsometry, electrophysical measurements Theoretical and practical results,
novelty: a method of carbon film deposition from the separated by mass ion beam has been suggested for the first
time. This allowed to prepare films with high (>90%) content of sp3 phase, to provide their structural and phase
homogeneity, to find a correlation between structure, substructure, phase composition, physical properties of
films and conditions of their deposition. New principles of constructing structure models of films with high
content of sp3 phase have been proposed. Field of application: devices for electronics, optics and cybernetics
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